FLACHENTRANSISTOREN

Ausgabe: November 1957

OC 820

p-n-p-Fldchentransistor
In Vorbereitung
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Verwendung:

Der Transistor OC 820 ist geeignet fiir Endstufen mittlerer Leistung, in
Treiberstufen fiir Gegentaktendstufen, sowie als Oszillator fiir mittlere Lei-
stungen.

Kennwerte:
Emitterschaltung; gemessen bei 4« = 25" C

Basisstrom

(bei —)Jc —=10mA, —Ucg = 6V) — I — 500--- 1000 uA
(bei —)Jc —80mA, —Ucg =0,7V) —Jg = 4--- 8 mA
Basisspannung

(bei — Jc — 10 mA, — Ucg = 6 V) — Uge = 250 mYV
(bei — Jc — 80 mA, — Uce =0,7V) — Upg = 0,5 A"
Kollektorreststrom

(bei — Ucg =6V, Jg = 0) — Jeo = 20 LA
(bei — Ucg =6V, Js = 0) — J o = 400 uA
Kollektorrestspannung

(bei — Jc = 125 mA) — Ur = 0,4 \'
Grenzfrequenz fa = 200 kHz
(gemessen in Basisschaltung)

Rauschfaktor F < 25 dB

(bei —Ucg=1V; Jc =1mA; Rg =500Q; f=1kHz)

Anderungen vorbehalten
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In Vorbereitung

Maximalwerte:

Verlustleistung Nvmax = 100 mW
Kollektorspannung — UcEmax = 10 Vv
Kollektorspitzenspannung — UcEsp = 20 V
Kollektorstrom — ¢ max =—= 125 mA
Kollektorspitzenstrom — l¢sp = 130 mA
Emitterspannung UeBmax = 8 \'
Emitterspitzenspannung UeBsp = 10 V'
Emitterstrom lE max = 125 mA
Emitterspitzenstrom IE sp — 135 mA
Sperrschichttemperatur i max = 75 °C
Wdarmewiderstand %T = 0,3 " C/mW
Temperaturbereich ? — —40--- 465 °C

Anderungen vorbehalten
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Kennlinienfeld in Basisschaltung
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Kennlinienfeld in Emitterschaltung
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OC 820, OC 821
p-n-p-Flachentransistoren

In Vorbereitung

Temperaturabhdngigkeit des Kollektorreststromes
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Max. zuldssige Verlustleistung Ny max= N + Nc in Abhdngigkeit von der
Umgebungstemperatur ¢, und der Kiihlfldche F.
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Berechnung der max. zuldssigen Verlustleistung:

_ ) — Vg
vmax = <7 T
T ' 7K

Hy == 0,3° C/mW
o ]

< aw - F
Hw ~ 1:5 mW/sz ° C
F — Kihiffache in cm?
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Berechnungsbeispiel:

Fiir den Transistor OC 821 ist die erforderliche Kiihlflache fiir eine Yerlust-

leistung von 100 mVV bei einer Umgebungstemperatur von 35° C zu ermitteln.
Gegeben sind

Bimax = 75° C, xp = 0,3° C/mW, «, = 1,5 mW/cm? °C.

Der gesamte Wdrmewiderstand betrdgt

ﬁimux"'— 'ﬁ'a 75 _35 GC o
— _ — 0.4° C/mW
" N. 100 mW /m

Mit

erhdlt man die erforderliche Kiihlfldche zu

£ _ 1
Ao MK

F — 1 cm?
1,5 (0,4—0,3)

F = 6,7 cm?
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